CQHPsT

ICP-MS 7800 Agilent

Atomovy hmotnostni spektrometr s indukéné buzenym plazmatem

Robustnost plazmatu a pfinosy nizkého poméru CeO*/Ce*

Pfinosy robustniho plazmatu

= Vyssi odolnost vici matrici

= Lepsidlouhodoba stabilita

= Mensi zanaseni systému matrici & snizené naroky na udrzbu

= ZlepSeniionizacnich schopnosti predevsim pro hife ionizovatelné prvky

evvys

= Mensi pokles signalu

Robustnost plazmatu ICP-MS

Robustnost plazmatu nebo Gcinna teplota plazmatu jsou témi nejzakladnéjsimi a nejzasadnéjSimi
charakteristikami vykonu ICP-MS spektrometru. Do zna¢né miry ovliviiuji vyvoj metod, béZna méreni,
vykon systému a stejné tak kvalitu vysledkd.

Robustnost plazmatu ICP-MS je v praxi ur¢ovana s vyuzitim pomeéru silné vazaného oxidického iontu
molekuly CeO*k iontu Ce*. Cim je dosaZzena poméru hodnota niz$i, tim je plazma robustnéji. Robustni
plazma tedy ucinnéji disociuje silné vdazanou molekulu CeO* a tedy i dikladnéji rozklada matrici vzorku.
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Diky tomu je moZné analyzovat vzorky s vyssim obsahem celkovych rozpusténych latek v matrici
(vy$8im TDS). U béznych komeréné dostupnych ICP-MS systému je typicky dosahovano pomérd CeO/Ce
<1% ~ 3%. Tento pomér je ovliviiovan vice faktory jako napf.:

e Konstrukci ICP RF generatoru a jeho pracovni frekvenci (polovodicové solid state RF generatory
s pracovni frekvenci 27,12 MHz jsou optimalni k dosazZeni nizkého poméru CeO/Ce)

e Vnitfnim primérem (ID) injektoru horaku (vyssi prdmér obvykle prinese vyssi robustnost
plazmatu)

e Pracovnimi podminkami jako je rychlost nasavani vzorku, pritok nosného plynu a poloha
horaku vici kdnusiim (sampling depth).

evvs

komeréné dostupnych ICP-MS systémech. Diky tomu je mozné rutinné méfit i vzorky s obsahem TDS
na Urovni 2000 ppm i vyse.

ICP-MS 7800 jiz ve svém zakladnim provedeni disponuje unikadtni technologii High Matrix
Introduction (HMI), kterd jesté vice prispiva ke zvySeni robustnosti plazmatu. Diky HMI je dosazeno
snizeni poméru CeO/Ce az na hladinu 0,2% a az 5-ti nasobného zvys$eni odolnosti vici zasolené matrici
v porovnani s provozem bez technologie HMI.
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HMI, robustnost plazmy a potlaceni vlivu matrice

HMI pouZiva inteligentni auto-optimalizaci fedéni aerosolu vzorku a tim dale zvySuje odolnost
systému v(ci matrici. Dovoluje tak modelu 7800 bézné mérit vzorky s TDS v fadu procent. Snizenim
hustoty aerosolu (tedy zmlZzeného vzorku) a sniZzenim zatiZzeni plazmatu vodnimi parami (pfitomnymi
ve zmlZzeném vzorku), zvySuje HMI uz tak neprekonatelnou robustnost plazmatu.
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Praktickym prinosem takto zvySené odolnosti v{i¢i matrici je faktické odstranéni ,,matricni suprese”.
K ,,matri¢ni/ionizacni supresi” u ICP-MS dochazi v momenté, kdy je plazma presycené matrici vzorku a

IP range (eV)

Element

nezbyvd vném dostatecné mnoZstvi
volné energii pro ionizaci analytd. Pokles
citlivost signalu diky supresi je vyssi u

hire ionizovatelnych prvkd (s vy$sim
ionizacnim potencidlem —viz. Tabulka 1.)

<6 Li, Na, Al, K, Ga, Rb, Sr, In, Cs, Ba, some REE

6to8 Mg, most transition elements, Ge, Y, Zr, Nb, Mo, Ru,
Rh, Ag, Sn, some REE, Hf, Ta, W, Re, Tl, Pb, Bi, Th, U

810 11 Be, B, Si, P. S, Zn, As, Se, Pd, Cd, Sh, Te, |, Os, Ir, Pt,
Au, Hg

>11 C.N,Q,FClLBr

Tabulka 1. — prvky sloucené do skupin podle

hodnoty 1. ionizacniho potencidlu (eV)

Vliv HMI na zlepseni vytéZznosti Cd (10 ppb) v zasolené matrice je patrny na Obrazku 2. Pfi poméru

CeO/Ce na Urovni 2,5%, ktera je bézna pro ICP-MS systémy jinych vyrobcl, je vytéZnost Cd v matrici
s nizkym obsahem soli (0,03%) jen 86%.

Velmi nizké vytéZnosti (16%) je pak dosazeno v matrici s 3% obsahem soli. V klasickém nastaveni

robustnosti plazmy bézném pro ICP-MS 7800 s pomérem CeO/Ce 1% (bez HMI) je matri¢ni suprese
mnohem nizsi, nicméné stdle patrna.

Recovery of 10 ppb Cd Spike (%)

Podivame-li se vSak na pfipad s vyuzitim HMI je vidno, Ze vytéZnost Cd je blizkd 100% a to pro
vSechny vzorky vcetné téch s obsahem soli 3%.
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M Agilent ICP-MS with HMI

ICP-MS 7800 Agilent s technologii HMI je
schopné méfit i velmi zasolené a matricné
rdznorodé vzorky presné a to i bez pouziti
matri¢né pfrizplsobenych standardd. To
velmi vyrazné zvySuje kvalitu namérenych
dat i produktivitu a usnadnuje i zefektiviiuje
analytické postupy.

Obrazek 2. VytéZnost Cd ve vzorcich s obsahem TDS az
3%. HMI poskytuje  konsistentni  vytéZnost
v rozmanitych matricich a proto neni tfeba matrix-
matchingu kalibracnich standardd.
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